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演讲摘要： 

混合键合（Hybrid Bonding）作为先进封装与三维集成的核心技术，通过介质与金属的同步直接键合，

实现芯片间的高密度互连，为高性能计算、人工智能芯片以及高带宽存储器（HBM）等应用提供关键支

撑。随着键合节距进入亚微米尺度，界面质量已成为决定互连可靠性与电学性能的关键因素，如何通过

界面特性的精准调控实现高质量互连成为当前研究重点之一。本报告将梳理混合键合表界面研究的最新

进展，重点聚焦新型互连材料开发、表界面特性表征与调控以及键合机理解析。同时，还将探讨如何借

助先进表征技术监测工艺过程中的界面演变历程，为混合键合表界面质量优化提供理论支撑。 
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